
SEMICONDUCTOR ELECTRONICS - SET 4 
1. Which element is commonly used as a semiconductor? 

कौन सा त×व सामाÛयतः अध[चालक के Ǿप मɅ ĤयुÈत होता है? 

(a) Copper / ताँबा 

(b) Silicon / ͧसͧलकॉन 

(c) Silver / चाँदȣ 

(d) Gold / सोना 

2. The energy gap in silicon at room temperature is: 

कमरे के तापमान पर ͧसͧलकॉन मɅ ऊजा[ अंतराल है: 
(a) 0.67 eV 
(b) 1.1 eV 
(c) 1.43 eV 
(d) 2.2 eV 

3. In an N-type semiconductor, the minority carriers are: 

एन-टाइप अध[चालक मɅ, अãपसंÉयक वाहक होते हɇ: 

(a) Electrons / इलेÈĚॉन 

(b) Holes / होल 

(c) Both equally / दोनɉ समान Ǿप से 

(d) None / कोई नहȣ ं

4. When a pure semiconductor is heated, its resistance: 

जब एक शुɮध अध[चालक को गम[ ͩकया जाता है, इसका ĤǓतरोध: 

(a) Increases / बढ़ता है 

(b) Decreases / घटता है 

(c) Remains same / समान रहता है 

(d) First increases then decreases / पहले बढ़ता है ͩफर घटता है 

5. The depleƟon layer in a PN juncƟon diode has: 

पीएन जंÈशन डायोड मɅ अव¢य परत मɅ होते हɇ: 



(a) Only electrons / केवल इलेÈĚॉन 

(b) Only holes / केवल होल 

(c) Immobile ions / िèथर आयन 

(d) Mobile charge carriers / गǓतशील आवेश वाहक 

6. In reverse bias, the width of depleƟon layer: 

पæच अͧभनǓत मɅ, अव¢य परत कȧ चौड़ाई: 

(a) Increases / बढ़ती है 

(b) Decreases / घटती है 

(c) Remains same / समान रहती है 

(d) Becomes zero / शूÛय हो जाती है 

7. The knee voltage for germanium diode is about: 

जमȶǓनयम डायोड के ͧलए नी वोãटेज लगभग है: 
(a) 0.2 V 
(b) 0.3 V 
(c) 0.7 V 
(d) 1.0 V 

8. A Zener diode is used for: 

जेनर डायोड Ĥयोग ͩकया जाता है: 

(a) RecƟficaƟon / Ǒदçटकरण के ͧलए 

(b) AmplificaƟon / Ĥवध[न के ͧलए 

(c) Voltage regulaƟon / वोãटेज Ǔनयमन के ͧलए 

(d) DetecƟon / संसूचन के ͧलए 

9. In a half-wave recƟfier, the diode conducts during: 

अध[ तरंग Ǒदçटकारȣ मɅ, डायोड चालन करता है: 

(a) PosiƟve half cycle / धना×मक अध[ चĐ के दौरान 

(b) NegaƟve half cycle / ऋणा×मक अध[ चĐ के दौरान 

(c) Both half cycles / दोनɉ अध[ चĐɉ के दौरान 

(d) None of these / इनमɅ से कोई नहȣं 



10. The ripple frequency in a half-wave recƟfier with 50 Hz AC input is: 

50 Hz AC Ǔनवेश वाले अध[ तरंग Ǒदçटकारȣ मɅ तरंͬगका आवृͪ ƣ होती है: 
(a) 25 Hz 
(b) 50 Hz 
(c) 100 Hz 
(d) 200 Hz 

11. A transistor has: 

Ěांिजèटर मɅ होते हɇ: 

(a) 2 PN juncƟons / 2 पीएन जंÈशन 

(b) 3 PN juncƟons / 3 पीएन जंÈशन 

(c) 1 PN juncƟon / 1 पीएन जंÈशन 

(d) No PN juncƟon / कोई पीएन जंÈशन नहȣ ं

12. In a transistor, the base is: 

Ěांिजèटर मɅ, बेस होता है: 

(a) Lightly doped / हãका अपͧमͬĮत 

(b) Heavily doped / भारȣ अपͧमͬĮत 

(c) Moderately doped / मÚयम अपͧमͬĮत 

(d) Not doped / अपͧमͬĮत नहȣ ं

13. The relaƟon between α and β of a transistor is: 

Ěांिजèटर के α और β के बीच संबंध है: 
(a) β = α/(1-α) 
(b) α = β/(1+β) 

(c) Both (a) and (b) / दोनɉ (a) और (b) 

(d) β = α/(1+α) 

14. In common emiƩer configuraƟon, the input signal is applied between: 

उभयǓनçठ उ×सज[क ͪवÛयास मɅ, Ǔनवेश ͧसÊनल लगाया जाता है: 

(a) Base and emiƩer / बसे और उ×सज[क के बीच 

(b) Base and collector / बसे और संĒाहक के बीच 



(c) EmiƩer and collector / उ×सज[क और संĒाहक के बीच 

(d) None of these / इनमɅ से कोई नहȣं 

15. The current gain in common base configuraƟon is: 

उभयǓनçठ आधार ͪवÛयास मɅ धारा लाभ होता है: 

(a) Less than 1 / 1 से कम 

(b) Greater than 1 / 1 से अͬधक 

(c) Equal to 1 / 1 के बराबर 

(d) Greater than 100 / 100 से अͬधक 

16. A NOT gate is also called: 

एक NOT गेट को कहा जाता है: 

(a) AND gate / AND गेट 

(b) OR gate / OR गेट 

(c) Inverter / इÛवट[र 

(d) NAND gate / NAND गटे 

17. The output of NAND gate is 0 when: 

NAND गेट का Ǔनग[म 0 होता है जब: 

(a) All inputs are 0 / सभी Ǔनवेश 0 हɇ 

(b) All inputs are 1 / सभी Ǔनवेश 1 हɇ 

(c) Any input is 1 / कोई भी Ǔनवेश 1 है 

(d) Any input is 0 / कोई भी Ǔनवेश 0 है 

18. The Boolean expression for OR gate is: 

OR गेट के ͧलए बूͧलयन åयंजक है: 
(a) Y = A·B 
(b) Y = A+B 
(c) Y = Ā 
(d) Y = A⊕B 

19. Which gate is called universal gate? 

ͩकस गेट को साव[ǒğक गेट कहा जाता है? 



(a) AND 
(b) OR 
(c) NAND 
(d) NOT 

20. The output of AND gate is 1 when: 

AND गेट का Ǔनग[म 1 होता है जब: 

(a) All inputs are 1 / सभी Ǔनवेश 1 हɇ 

(b) Any input is 1 / कोई भी Ǔनवेश 1 है 

(c) Any input is 0 / कोई भी Ǔनवेश 0 है 

(d) All inputs are 0 / सभी Ǔनवेश 0 हɇ 

21. In intrinsic semiconductor, the number of electrons equals the number of holes because: 

अंतजा[त अध[चालक मɅ, इलेÈĚॉनɉ कȧ संÉया होलɉ कȧ संÉया के बराबर होती है Èयɉͩक: 

(a) Of thermal generaƟon / ऊçमीय जनन के कारण 

(b) Of recombinaƟon / पनुसɍयोजन के कारण 

(c) Both (a) and (b) / दोनɉ (a) और (b) 

(d) None of these / इनमɅ से कोई नहȣं 

22. The mobility of electrons in a semiconductor: 

अध[चालक मɅ इलेÈĚॉनɉ कȧ गǓतशीलता: 

(a) Increases with temperature / तापमान के साथ बढ़ती है 

(b) Decreases with temperature / तापमान के साथ घटती है 

(c) Independent of temperature / तापमान से èवतंğ होती है 

(d) First increases then decreases / पहले बढ़ती है ͩफर घटती है 

23. The resisƟvity of a semiconductor decreases with temperature because: 

अध[चालक कȧ ĤǓतरोधकता तापमान के साथ घटती है Èयɉͩक: 

(a) Carrier concentraƟon increases / वाहक सांġता बढ़ती है 

(b) Carrier mobility increases / वाहक गǓतशीलता बढ़ती है 

(c) Both (a) and (b) / दोनɉ (a) और (b) 

(d) None of these / इनमɅ से कोई नहȣं 



24. LED emits light when: 

LED Ĥकाश उ×सिज[त करती है जब: 

(a) Forward biased / अĒ अͧभनǓत हो 

(b) Reverse biased / पæच अͧभनǓत हो 

(c) Unbiased / अनͧभनत हो 

(d) Both (a) and (b) / दोनɉ (a) और (b) 

25. Which material is used in making solar cells? 

सौर सेल बनाने मɅ कौन सा पदाथ[ ĤयुÈत होता है? 

(a) Silicon / ͧसͧलकॉन 

(b) Germanium / जमȶǓनयम 

(c) Gallium arsenide / गैͧलयम आसȶनाइड 

(d) All of these / ये सभी 

26. In a photodiode, the reverse current increases with light intensity because: 

Ĥकाश डायोड मɅ, Ĥकाश तीĭता के साथ Ĥतीप धारा बढ़ती है Èयɉͩक: 

(a) More electron-hole pairs are generated / अͬधक इलेÈĚॉन-होल युÊम जǓनत होते हɇ 

(b) Mobility increases / गǓतशीलता बढ़ती है 

(c) Temperature increases / तापमान बढ़ता है 

(d) Resistance decreases / ĤǓतरोध घटता है 

27. Which of these is an optoelectronic device? 

इनमɅ से कौन सा Ĥकाशवैɮयुत युिÈत है? 

(a) LED 
(b) Photodiode 
(c) Solar cell 

(d) All of these / ये सभी 

28. The barrier potenƟal of a silicon PN juncƟon is about: 

ͧसͧलकॉन पीएन जंÈशन का अवरोध ͪवभव लगभग है: 
(a) 0.3 V 
(b) 0.7 V 



(c) 1.1 V 
(d) 1.5 V 

29. In a common emiƩer amplifier, the phase difference between input and output is: 

उभयǓनçठ उ×सज[क Ĥवध[क मɅ, Ǔनवेश और Ǔनग[म के बीच कला अंतर होता है: 
(a) 0° 
(b) 90° 
(c) 180° 
(d) 270° 

30. The main advantage of a full-wave recƟfier over half-wave recƟfier is: 

अध[ तरंग Ǒदçटकारȣ पर पूण[ तरंग Ǒदçटकारȣ का मुÉय लाभ है: 

(a) Higher efficiency / उÍच द¢ता 

(b) Lower ripple factor / कम तरंͬगका गुणांक 

(c) Both (a) and (b) / दोनɉ (a) और (b) 

(d) None of these / इनमɅ से कोई नहȣं 

31. The process of adding impuriƟes to a pure semiconductor is called: 

शुɮध अध[चालक मɅ अशुɮͬधयाँ ͧमलाने कȧ ĤͩĐया कहलाती है: 

(a) Doping / अपͧमĮण 

(b) RecƟficaƟon / Ǒदçटकरण 

(c) AmplificaƟon / Ĥवध[न 

(d) ModulaƟon / मॉɬयूलेशन 

32. Which impurity is used for making P-type semiconductor? 

पी-टाइप अध[चालक बनाने के ͧलए कौन सी अशुɮͬध ĤयुÈत होती है? 

(a) Arsenic / आसȶǓनक 

(b) AnƟmony / एंटȣमनी 

(c) Phosphorus / फॉèफोरस 

(d) Boron / बोरॉन 

33. The number of valence electrons in a semiconductor is: 

अध[चालक मɅ संयोजकता इलेÈĚॉनɉ कȧ संÉया होती है: 
(a) 1 



(b) 2 
(c) 4 
(d) 8 

34. In a semiconductor, at absolute zero temperature: 

अध[चालक मɅ, परम शूÛय तापमान पर: 

(a) Valence band is completely filled / संयोजी बɇड पूण[तः भरा होता है 

(b) ConducƟon band is completely empty / चालन बɇड पूण[तः खालȣ होता है 

(c) Semiconductor acts as insulator / अध[चालक कुचालक कȧ तरह काय[ करता है 

(d) All of these / ये सभी 

35. In a transistor, I_C = 95 mA and I_B = 5 mA. The emiƩer current is: 

Ěांिजèटर मɅ, I_C = 95 mA और I_B = 5 mA। उ×सज[क धारा है: 
(a) 90 mA 
(b) 100 mA 
(c) 105 mA 
(d) 190 mA 

36. For a transistor, α = 0.98. The value of β is: 

Ěांिजèटर के ͧलए, α = 0.98। β का मान है: 
(a) 49 
(b) 98 
(c) 4.9 
(d) 9.8 

37. In common emiƩer configuraƟon, the output characterisƟcs show the relaƟon between: 

उभयǓनçठ उ×सज[क ͪवÛयास मɅ, Ǔनग[म अͧभल¢ण दशा[ते हɇ: 

(a) I_B and V_BE / I_B और V_BE के बीच संबंध 

(b) I_C and V_CE / I_C और V_CE के बीच संबंध 

(c) I_E and V_CE / I_E और V_CE के बीच संबंध 

(d) I_C and V_BE / I_C और V_BE के बीच संबंध 

38. A transistor can be used as an amplifier when: 

Ěांिजèटर को Ĥवध[क के Ǿप मɅ ĤयुÈत ͩकया जा सकता है जब: 

(a) EmiƩer-base juncƟon is forward biased / उ×सज[क-आधार जंÈशन अĒ अͧभनत हो 



(b) Collector-base juncƟon is reverse biased / संĒाहक-आधार जंÈशन पæच अͧभनत हो 

(c) Both (a) and (b) / दोनɉ (a) और (b) 

(d) None of these / इनमɅ से कोई नहȣं 

39. The voltage gain of an amplifier is 50. If input voltage is 20 mV, output voltage is: 

एक Ĥवध[क का वोãटेज लाभ 50 है। यǑद Ǔनवेश वोãटेज 20 mV है, तो Ǔनग[म वोãटेज है: 
(a) 1 V 
(b) 2.5 V 
(c) 1.5 V 
(d) 2 V 

40. Which logic gate gives output 1 only when all inputs are 0? 

कौन सा लॉिजक गेट Ǔनग[म 1 केवल तभी देता है जब सभी Ǔनवेश 0 हɇ? 

(a) AND 
(b) OR 
(c) NAND 
(d) NOR 

41. The Boolean expression Y = A·B represents: 

बूͧलयन åयंजक Y = A·B ǓनǾͪपत करता है: 

(a) AND gate / AND गेट 

(b) OR gate / OR गेट 

(c) NOT gate / NOT गेट 

(d) NAND gate / NAND गटे 

42. The depleƟon layer width increases with: 

अव¢य परत कȧ चौड़ाई बढ़ती है: 

(a) Forward bias / अĒ अͧभनǓत के साथ 

(b) Reverse bias / पæच अͧभनǓत के साथ 

(c) Doping concentraƟon / अपͧमĮण सांġता के साथ 

(d) Temperature / तापमान के साथ 

43. In an NPN transistor, the majority carriers in the base region are: 

एनपीएन Ěांिजèटर मɅ, आधार ¢ेğ मɅ बहुसंÉयक वाहक होते हɇ: 



(a) Electrons / इलेÈĚॉन 

(b) Holes / होल 

(c) Both / दोनɉ 

(d) None / कोई नहȣ ं

44. The raƟo I_C/I_E for a transistor is called: 

Ěांिजèटर के ͧलए अनुपात I_C/I_E कहलाता है: 
(a) α 
(b) β 
(c) γ 
(d) δ 

45. Which device converts AC to DC? 

कौन सी युिÈत AC को DC मɅ पǐरवǓत[त करती है? 

(a) Amplifier / Ĥवध[क 

(b) RecƟfier / Ǒदçटकारȣ 

(c) Oscillator / दोͧलğ 

(d) Modulator / मॉɬयूलेटर 

46. In a full-wave recƟfier, if input frequency is 60 Hz, output frequency is: 

पूण[ तरंग Ǒदçटकारȣ मɅ, यǑद Ǔनवेश आवृͪ ƣ 60 Hz है, Ǔनग[म आवृͪ ƣ है: 
(a) 30 Hz 
(b) 60 Hz 
(c) 120 Hz 
(d) 240 Hz 

47. The reverse saturaƟon current in a diode depends on: 

डायोड मɅ Ĥतीप संतिृÜत धारा Ǔनभ[र करती है: 

(a) Temperature / तापमान पर 

(b) Forward voltage / अĒ वोãटेज पर 

(c) Reverse voltage / Ĥतीप वोãटेज पर 

(d) All of these / इन सभी पर 



48. In a common collector amplifier, the output is taken from: 

उभयǓनçठ सĒंाहक Ĥवध[क मɅ, Ǔनग[म ͧलया जाता है: 

(a) Collector / संĒाहक स े

(b) EmiƩer / उ×सज[क से 

(c) Base / आधार से 

(d) Both collector and emiƩer / सĒंाहक और उ×सज[क दोनɉ से 

49. The ripple factor is defined as: 

तरंͬगका गुणांक पǐरभाͪषत ͩकया जाता है: 

(a) RaƟo of rms value of AC component to DC value / AC घटक के rms मान और DC मान का 

अनुपात 

(b) RaƟo of DC value to rms value of AC component / DC मान और AC घटक के rms मान का 

अनुपात 

(c) Product of rms value of AC component and DC value / AC घटक के rms मान और DC मान का 

गुणनफल 

(d) Difference of rms value of AC component and DC value / AC घटक के rms मान और DC मान 

का अतंर 

50. A transistor acts as an amplifier in which region? 

Ěांिजèटर ͩकस ¢ेğ मɅ Ĥवध[क के Ǿप मɅ काय[ करता है? 

(a) Cut-off region / कट-ऑफ ¢ेğ 

(b) SaturaƟon region / सतंिृÜत ¢ेğ 

(c) AcƟve region / सͩĐय ¢ेğ 

(d) Breakdown region / भंजन ¢ेğ 

 

ANSWERS FOR SET 4: 

1. b (Silicon is most common semiconductor) 

2. b (Si: 1.1 eV at room temperature) 

3. b (Holes are minority in N-type) 



4. b (Decreases due to increased carriers) 

5. c (DepleƟon layer has immobile ions) 

6. a (Increases in reverse bias) 

7. b (Ge: 0.3V knee voltage) 

8. c (Voltage regulaƟon using breakdown) 

9. a (Diode conducts during posiƟve half cycle) 

10. b (Half-wave: f_ripple = f_input = 50 Hz) 

11. a (2 PN juncƟons) 

12. a (Base is lightly doped) 

13. c (Both relaƟons are equivalent) 

14. a (Input between base and emiƩer) 

15. a (α < 1, typically 0.95-0.99) 

16. c (NOT gate is inverter) 

17. b (NAND gives 0 only when all inputs 1) 

18. b (Y = A+B for OR gate) 

19. c (NAND and NOR are universal gates) 

20. a (AND gives 1 only when all inputs 1) 

21. c (Thermal generaƟon creates pairs, recombinaƟon maintains balance) 

22. b (Decreases due to laƫce scaƩering) 

23. a (Main reason: carrier concentraƟon increases exponenƟally) 

24. a (LED emits in forward bias) 

25. a (Silicon is most common for solar cells) 

26. a (More light → more electron-hole pairs) 

27. d (All are optoelectronic devices) 

28. b (Si: 0.7V barrier potenƟal) 

29. c (180° phase shiŌ in common emiƩer) 



30. c (Higher efficiency and lower ripple factor) 

31. a (Process is called doping) 

32. d (Boron - trivalent impurity for P-type) 

33. c (4 valence electrons - Group IV elements) 

34. d (At 0K, behaves as insulator with filled valence band and empty conducƟon band) 

35. b (I_E = I_C + I_B = 95 + 5 = 100 mA) 

36. a (β = α/(1-α) = 0.98/0.02 = 49) 

37. b (Output characterisƟcs: I_C vs V_CE for different I_B) 

38. c (EB forward, CB reverse for acƟve mode) 

39. a (V_out = A_v × V_in = 50 × 20mV = 1000mV = 1V) 

40. d (NOR gives 1 only when all inputs are 0) 

41. a (Y = A·B is AND gate) 

42. b (Reverse bias widens depleƟon layer) 

43. b (In NPN, base is P-type, so holes are majority) 

44. a (α = I_C/I_E) 

45. b (RecƟfier converts AC to DC) 

46. c (Full-wave: f_out = 2f_in = 120 Hz) 

47. a (Doubles every 10°C temperature rise) 

48. b (EmiƩer follower - output from emiƩer) 

49. a (γ = RMS value of AC component / DC value) 

50. c (AcƟve region for amplificaƟon) 

 


